






































专利名称(译) 用于液晶显示器件的薄膜晶体管阵列栅电极

公开(公告)号 US6765270 公开(公告)日 2004-07-20

申请号 US09/972963 申请日 2001-10-10

[标]申请(专利权)人(译) CHAE GEE SUNG

申请(专利权)人(译) CHAE GEE-SUNG

当前申请(专利权)人(译) LG.飞利浦液晶CO.，LTD.

[标]发明人 CHAE GEE SUNG

发明人 CHAE, GEE-SUNG

IPC分类号 G02F1/13 G02F1/1362 H01L21/02 H01L21/336 H01L29/423 H01L21/70 H01L29/40 H01L27/12 H01L29
/49 H01L21/84 G02F1/136 H01L21/77 H01L29/76

CPC分类号 G02F1/136286 H01L29/42384 H01L29/4908 H01L29/66765 H01L27/124

助理审查员(译) WILSON，SCOTT - [R

优先权 1020000059429 2000-10-10 KR

其他公开文献 US20020042167A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明公开了一种使用四掩模工艺制造的TFT阵列基板和制造该TFT阵列
基板的方法。在使用热处理完成第一掩模工艺之后，阵列基板的栅极线
和栅极电极被金属氧化物包围。结果，在第四掩模工艺期间，栅极线和
栅极电极不会被蚀刻剂和剥离剂侵蚀和损坏。此外，可任选地在衬底与
栅极线和栅电极之间形成缓冲层。因此，包括在衬底中的硅离子和氧离
子不会扩散到栅极线和电极中。因此，防止了诸如栅极线和栅电极的线
路开路之类的线路缺陷，从而防止了劣质产品，同时提高了制造产量。
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